PAGE  

1. Vandenilio gavybos iš vandens būdas, apimantis plonų titano dangų nusodinimą ant metalinių vandeniliui skaidrių folijų, jų paskesnį oksidavimą vandens garų plazmoje ir fotokatalitinį vandens molekulių skaldymą, pagrįstą vandens molekulių oksidacijos ir vandenilio redukcijos procesais ant hidrofilinių TiO2 paviršių, aktyvinamų plazmos spinduliuote,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

a) uždarame termostate 1 sudaro vandens sotinančių garų slėgį, palaikant vandens temperatūrą intervale 300-370 K;
b) vandens garus pro skylutes (6), padarytas kameros (1) sienelėje, paduoda į vakuuminę kamerą (2), kurios kita sienelė pagaminta iš metalinės folijos lakštų (8), skaidrių vandenilio molekulėms, padengtų 0,2-0,6 µm storio Ti danga (9);
c) kameroje (2) palaiko stacionarų vandens garų slėgį 0,5-10 Pa;
d) vandens garus vakuuminėje kameroje (2) dalinai jonizuoja (jonizacijos laipsnis 1-10%), panaudojant išorinius energijos šaltinius;
e) jonizuotų dujų aplinkoje Ti dangą oksiduoja, suteikiant TiO2 paviršiui hidrofilinių savybių ir padengiant metastabilia vandens plėvele;
f) oksiduoja vandens molekules, adsorbuotas ant hidrofilinio plazmos spinduliuote aktyvuoto TiO2 paviršiaus: H2O + 2h+→ 1/2O2 + 2H+;
g) desorbuoja molekulinį O2 į supančią aplinką, o H+ perneša per kietą elektrolitą (TiO2) ir pasiekia skiriamąją ribą TiO2/metalinė folija;
h) riboje TiO2/metalinė folija vykdo vandenilio redukcijos ir rekombinacijos reakcijas: H++ 2e → 2H → H2 (dujos);
i) H2 molekules perneša per porėtą elektrodą (8) į vandenilio surinkimo kamerą (3). 
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (a) stadijoje kameroje (1) su 2-5 (m dydžio skylutėmis (6) jos sienelėse sudaro vandens sotinančių garų slėgį, reguliuojant vandens temperatūrą intervale 300-370 K.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (b) stadijoje kamerą (2), į kurią pro skylutes patenka vandens garai, atsiurbia iki 1-0.1 Pa.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (c) stadijoje vandens garus dalinai jonizuoja (jonizacijos laipsnis 1-10%).

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (d) stadijoje TiO2 dangos paviršių padaro hidrofiliniu (vandens drėkinimo kampas lygus nuliui).
6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (d) stadijoje hidrofilinę TiO2 dangą padengia vandens monosluoksniu su didele OH radikalų koncentracija ant TiO2 paviršiaus. 

7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (e) stadijoje TiO2 dangos paviršinį sluoksnį aktyvina plazmos spinduliuote, kuri inicijuoja vandens oksidacijos reakciją, kurios metu skaldomos vandens molekulės.
8. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (f) stadijoje atskilusius H teigiamus jonus difunduoja per kietą elektrolitą ir riboje TiO2 danga/padėklas redukuoja ir formuoja H2 molekules, kurias surenka vandenilio surinkimo kameroje (3).
